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1

Inventia se referd la procedecle de crestere a

straturilor epitaxiale, in particular la un procedeu de
crestere a straturilor epitaxiale GaAs intr-un reactor
orizontal.

Procedeul, conform inventiei, include ampla-
sarea unui substrat pregitit si a unei surse de galiu
intr-un reactor, ermetizarea reactorului si suflarea
lui cu hidrogen cu un debit de 1000 cm’/min timp
de o ora, incalzirea sursei de galiu pana la tempera-

10

2
tura de 800°C, a zonei de depunere péanid la
715...740°C cu mentinerea unui gradient de cres-
tere a temperaturii de 1,7...2,1°C/cm si depunerea
straturilor epitaxiale la o vitezd lineara de 33...35
cm/min a fluxului de hidrogen cu vapori de Ga-
AsCls.
Revendicari: 1
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Descriere:

Inventia se referd la procedeele de crestere a straturilor epitaxiale, in particular la un procedeu
de crestere a straturilor epitaxiale GaAs intr-un reactor orizontal.

Este cunoscut un procedeu de crestere a straturilor epitaxiale GaAs in fazi gazoasd, la o
concentratie a componentelor (Ga-AsCls) de 10™...10™ em™, in faza mobili (Hy) cu o mobilitate
la temperatura azotului lichid de 1-10%...2.10° cm®V-s [1].

Dezavantajul acestui procedeu constd in suprafata micd a zonei de depunere a stratului
epitaxial, fapt ce limiteazd productivitatea procedeului.

Cea mai apropiatd solutie este procedeul de crestere a straturilor epitaxiale de arsenurd de
galiu la temperaturi joase in sistemul Ga-AsCl;-H, [2]. Straturile epitaxiale GaAs au fost obtinute
intr-un reactor cu o lungime a zonei de depunere de 10...12 cm, la o temperaturd de 650...710°C
in zona de depunere si un gradient de crestere a temperaturii de 2°C/cm, iar suporturile au fost
aranjate sub un unghi de 70° fatd de fluxul de gaze.

Dezavantajul acestui procedeu constd in faptul ¢d nu permite obtinerea unor straturi epitaxiale
cu aceiagi grosime de-a lungul intregii zone de depunere.

Problema pe care o solutioneazi inventia constd in prepararea straturilor epitaxiale A’B?
(GaAs) de aceiasi grosime in zona de depunere.

Procedeul, conform inventiei, include amplasarea unui substrat pregitit si a unei surse de
galiu intr-un reactor, ermetizarea reactorului si suflarea lui cu hidrogen cu un debit de 1000
em*min timp de o ord, incilzirea sursei de galiu pand la temperatura de 800°C, a zonei de
depunere pand la 715...740°C cu mentinerea unui gradient de crestere a temperaturii de
1,7...2,1°C/cm si depunerea straturilor epitaxiale la o viteza lineara de 33...35 cr/min a fluxului
de hidrogen cu vapori de Ga-AsCls.

Rezultatul inventiei constd in prepararea straturilor epitaxiale A’B® (GaAs) de aceeasi
grosime de-a lungul zonei de depunere intr-un reactor orizontal, ceea ce permite cresterea
productivitatii lor. Acest lucru se datoreaza faptului cd in zona de depunere a straturilor epitaxiale
se stabileste un gradient de crestere a temperaturii de 1,7...2,1°C/cm, o viteza liniard a fluxului de
hidrogen si a vaporilor de Ga-AsCl; de 33...35 cm/min, care permit echilibrarea vitezelor de
crestere a straturilor epitaxiale de-a lungul zonei de depunere.

Exemplu de realizare

Straturile epitaxiale au fost crescute intr-un reactor orizontal la o presiune apropiatd de cea
atmosfericd. In calitate de material pentru depunere au fost folosite - clorura de arseniu (AsCls) si
galiul de puritate 99,999%, iar in calitate de gaz purtdtor - hidrogenul, dublu purificat prin filtre
de paladiu de tip FTV-4. In calitate de substrat au fost folosite plachetele monocristaline de
arsenurd de galiu orientate in directia cristalograficd (100) cu o dezorientare de (3...5)° in directia
(110).

Plachetele de GaAs se prelucreaza cu toluen, alcool izopropilic i cu solutie compusa din H,O
: HyO, : NH4OH, luate intr-un raport de 5:1:1, apoi se spald cu apa deionizata, se usuca in vapori
de alcool izopropilic si se amplaseazd intr-un reactor orizontal pe o lungime de 20 cm. Reactorul
se ermetizeazi si se sufld cu hidrogen timp de o ord cu un debit de 1000 cm®/min. Apoi se
stabilesc temperaturile de crestere, in zona sursei de galiu - 800°C si in zona de depunere
715...740°C, cu mentinerea unui gradient de crestere a temperaturii de la 1,7...2,1°C/cm, dupd
care se micgoreaza fluxul de hidrogen ce trece prin barbotorul cu AsCl; pana la viteza liniara de
33...35 cm/min si se efectueaza procesul de depunere a stratului epitaxial cu o grosime necesara.

Straturile epitaxiale obtinute astfel posedd o grosime omogena de-a lungul zonei de depunere,
asigurdnd astfel o productivitate sporitd la confectionarea dispozitivelor optoelectronice.
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4
(57) Revendiciri:

Procedeu de crestere a straturilor epitaxiale GaAs intr-un reactor orizontal, care include
amplasarea unui substrat pregitit si a unei surse de galiu intr-un reactor, ermetizarea reactorului si
suflarea Iui cu hidrogen cu un debit de 1000 cm*/min timp de o ord, incilzirea sursei de galiu pani
la temperatura de 800°C, a zonei de depunere pand la 715...740°C cu mentinerea unui gradient de
crestere a temperaturii de 1,7...2,1°C/cm si depunerea straturilor epitaxiale la o vitezi lineara de
33...35 cm/min a fluxului de hidrogen cu vapori de Ga-AsCl;.

(56) Referinte bibliografice:
1. Dilorenzo J. V. Vapor growth of epitaxial GaAs: a summary of parameters which influence

the purity and morphology of epitaxial layers. J. Crystal Growth, 1972, vol. 17,
p. 189...206.

2. boruapiok B.M. HccrenoBanne apceHHITAUIHEBBIX CTPYKTYP UL CHUIOBBIX HPHOOpPOB
MOTYy4eHHBIX HH3KOTeMIlepaTypHOi snurakcuei B cucreme Ga-AsCls-H,. Hucceprarms
Ha COHMCKaHHE YYCHOH CTeNeHH KaHmumara (H3NKO-MaTeMaTHUeCKHX Hayk, 1986,
Kunmués, c. 93...94.
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